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Ⅵ－4 半導体物性グループ  
舛本番章、金光義彦、鈴木隆司、三晶具文  




（1）高密度励起下での半導体の過渡現象 （舛本春草・三晶眞文）  












間分解吸収スペクトルの吸収係数の変化分を蓋す。   
CdSeにおけるフェムト砂時11ユj分解  
ポンプ・ブローブスベクトル。  
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（2）フェムト秒コヒーレント現象 （三．冒一旦文・舛本番葦）  
＜Zn P2におけるフェムト秒レーザーパルスのコヒーレントな伝搬効果＞   
フェムト砂領域における超短光パルス生成技術の発展により光と物質のコヒーレントな相互作用  





















を考慮して行った計算結果であるが、実験結果によく一致している。   
この様に、フェムト秒時間分朋分光実験によって単純な思考からは予想されない光と物質のコヒ  
ーレントな相互作用に基づく複雑な干渉現象を明らかにすることができた。（報文42）  
（3）電子や正孔のスピン緩和 （舛本喪章・三晶具文）  













援和嘩mが求められる。   
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m‾2と求める弔ができた。（報文24）   
＜AIGaAs／AIAsタイプⅢ半導体量子井戸を用いた超高速スピン北芋スウィッチの研究＞   
近年、光コンピュータなどをめざした超高速光学素子の研究開発が盛んに行われている。これら  
の素子に求められる性能としては、スウィッチング時制1ps以下、スウィッチングパワrlJ上J／  





















S、繰り返し周波数100Gl】z、スウィッチンゲバワー 3nJ／cm2、の結果を得た。この結果は、前述の  
条件を満たし、∧1Ga九s／…sタイプⅠⅠ半導体屋子井戸が超高速北京子の材料として有望である窮を示  
している。（邦文3，14，44）  










図6   
BiIaにおけるコヒーレントフォノン振動の  
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を観測することにより格子振動がどのように捉和していくかなど、結．馴亀子の動的な判性に関して  
様々な情報を得ることができる。  

































ルギーをプロットした。   
（b）光弾性モデルを用いて計算した折り返  
しモードのラマンスペクトル。  
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一79－   
基礎物性及びデバイス応用の両軸点から研究が進められている。  














O  Po  pRESSURE   
差が生じることを観測し、この歪起路子の伝さ削嗣こ形成されるバンドオフセットの個（バンド不連  
続値）を突放的に初めて解析した。（雑文4，6）  








































起子分子の束縛エネルギーや励起子、励起子分子mの分布のダイナミックスが明らかになった。   

































3．18  3．2  3．22 3．24 3．26   
PHOTONENERGY（eV）  











































ロ．0  0．5   1．0   1，5  
TIMEDELAY（ns）   
よび励起子分子の特徴であり、これがバルクCuClと比べて高い光学利得の原因になっている。   
（2）AgBr量子ドット （舛本秦章）   
AgBrバルク結晶では、純度を上げても不純物としてⅠイオンの分離除去が匪難で1ppm程度の濃度  
が限界であろう。しかし、103～108佃のAgBrイオン対からできているAgBr量子点ではⅠイオンがBr  


















デルを支持している。（報文17）   
（3）Slナノメートル構造 （金光義彦・舛本案章）   
固体物酎机こ興味のある種々の新物質の開発とその電子用追・北物附こ関する実験rl珊F究を行っ  
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Na  
ニ  RSiCIヨ  
Cl之RSiSiRCl2  
十   
CIRzSiSiR2Cl  
⊥仁仁H  siクラスターの合成法D立方体、ラダー、鎖構  
造と形状を変化させることができる0ダングリ  
ンデポンドは有機化合物で終端されている0   
R℡臓 －㌔～VV  
● 5ialom  
以上Si原子数よりもクラスターの形状によって大きく光学特性が変化する。（報文相，31）  
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